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１．概要（Summary） 

光導波路には、チャネル型導波路やスラブ型導波路な

どいくつかの種類あるが、今回はリッジ型導波路の形成を

目的とした。シリコン基板上のリッジ型シリコン導波路では、

裾部の一部領域の不純物濃度を高くすることにより、その

部分を電極形成に利用することができる。裾部分の膜厚

は、電気抵抗や光導波損失に影響して、膜が厚いと電気

抵抗は下がる。しかし、膜厚が大きすぎると、光の閉じ込

めが弱くなり、導波路の曲線部分にて光導波損失が大き

くなる。今回はエッチング時間により膜厚の制御を行うの

で、エッチングの垂直性だけでなくエッチング速度の制御

も重要となる。そのために、エッチングガスの種類を変え

ながら、シリコン導波路形状が良好となる条件を探索し

た。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

エッチング装置（RIE SiO2用） 

エッチング装置（ICP poly-Si ゲート用） 

【実験方法】 

リッジ型シリコン導波路を Silicon-On-Insulator (SOI) 

基板を用いて作製した。最上部に酸化膜を形成後に電子

線描画装置にてレジストのパターニングを行い、SiO2 ハ

ードマスクはエッチング装置（RIE SiO2 用）を用い

て形成した。シリコンのエッチングは、SiO2層のパタ

ーンをハードマスクにして、エッチング装置（ICP 

poly-Si ゲート用）にて行った。ハードマスクの形成

は CF4+H2ガスで行い、シリコンのエッチングは Cl2

もしくは Cl2+HBr ガスを用いて行った。リッジ導波

路形状の確認は、走査線電子顕微鏡(SEM)を用いて断

面形状から判断した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1にガス種として Cl2のみを用いて、シリコンをエッ

チングした場合の SEM像を示す。側壁部が他の部分より

もエッチングされており、リッジ型導波路には適しない条件

であることが分かった。これは、側壁等で衝突したイオンが

シリコン表面まで到達して、よりエッチングされたためだと

考えられる。ガス種および流量比を Cl2:HBr=1:3 とし、

HBr 流量の方が多い条件でエッチングした場合の SEM

像を Fig. 2に示す。リッジ型導波路として、良好な形状が

形成されていることが確認できた。 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM image after ICP etching at Cl2 only 
 

 

 

 

 

Fig. 2 SEM image after ICP etching 

 at Cl2+HBr mixture 
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